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Розробка систем управління та контролю з використанням однокристальних 

мікроконтролерів (МК) переживає справжній бум. Такі системи використовуються 

практично в усіх сферах життєдіяльності людини, і кожен день з'являються все нові області 

застосування цих пристроїв. В останній час у зв'язку з розвитком електроніки та 

схемотехніки розширюються також можливості МК, що дозволяє ефективно виконувати 

багато важливих завдань таких, як обробка аналогових та цифрових сигналів. 

На сьогоднішній день в оптоелектроніці МК витісняють схемотехнічні рішення на 

основні жорсткої логіки. Такий підхід дозволяє значно знизити витрати на індикаторні 

пристрої та підвищити їх надійність.  Суттєвою складовою надійності засобів відображення 

інформації є використання відповідних елементів індикації. В цьому сенсі незамінними є 

напівпровідникові світлодіоди (СД), які мають унікальний комплекс технічних та 

електрооптичних параметрів [1]. 

Метою роботи є створення пристрою шкального подання інформації на основі МК, 

призначеного для обслуговування СД індикатора класу точності 1.0. 

Побудова засобів індикації на програмованій логіці складається з двох частин – 

апаратної та програмної. Зараз існує багато підходів до програмування МК, але програма не 

зможе функціонувати ефективно, якщо апаратна частина не буде спроектована та 

побудована належним чином. 

В основу розробки покладений МК Intel 8051, який добре себе зарекомендував в різних 

застосуваннях, і вже досить довгий час залишається безсумнівним лідером за кількістю 

компаній, що випускають його модифікації. Відповідно це стало стимулом для зниження 

собівартості та накопичення технічних напрацювань на його основі. 

На рисунку зображено схематичне подання пристрою індикації. 

З огляду на інерційність зору для забезпечення сприйняття інформації без спалахів і 

«розмазування», необхідно частоту відновлення інформації для індикаторів, що 

розміщуються на нерухомих об'єктах треба підтримувати на рівні 100 Гц. Для побудови 

пристрою використано двокординатне матричне з’єднання елементів індикації, що є більш 

доречним для динамічного формування зображення. Також це значно підвищує надійність 

системи в цілому [2]. Матричне з'єднання реалізується шляхом об'єднання в групи з 

однойменним загальним електродом тих СД, які розташовані поруч на інформаційному полі. 

Виводи загальних групових електродів утворюють одну координату матриці. Друга її 

координата - це виходи інших однойменних електродів, об'єднаних у СД з однаковим 

номером в кожнійіз груп [3]. Кожен з елементів має свій струмообмежувальний резистор. 

Сигнали від МК подаються до матриці шкали 10x10 через блок ключів старших 

розрядів (БКСР) та блок ключів молодших розрядів (БКМР). Вони виконують роль 

підсилювачів та слугують для підтримки сили струму для кожного СД на рівні 15±1 мА при 

динамічному скануванні матриці. БКСР побудований на 10 біполярних pnp-транзисторах, а 

БКМР – на 10 npn-транзисторах. До МК підключено два додаткові блоки: кварцовий 

резонатор та блок запуску. Кварцовий резонатор працює на частоті 12 MHz і забезпечує 

динамічний режим роботи МК. Блок запуску відповідає за початкове скидання МК та запуск 

програми. 
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Представлена схема дозволяє обслуговувати СД шкалу з великою кількістю елементів, і, 

в той же час, є досить мінімізованою, що позитивно впливає на надійність пристрою. В 

динамічному режимі шкала працює без значних імпульсних струмових перевантажень 

завдяки програмній реалізації двотактної інформаційної моделі [4]. Одночасно це знижує 

рівень і звужує спектр електромагнітних завад, які генеруються індикатором. Використання 

МК дозволяє реалізувати найбільш універсальну динамічну схему управління. Програма, за 

якою працює МК, визначає всі функціональні параметри індикатора та може бути замінена 

без переробки апаратної частини пристрою. 

Виходячи з того, що пристрій є універсальним, область застосування поширюється на 

різні сфери управління технологічними процесами, засобами телекомунікації тощо. Низька 

собівартість МК Intel 8051 та його клонів є запорукою економічної ефективності 

впровадження таких оптоелектронних шкальних індикаторних пристроїв. 
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